S-1 detektor adatlap

Szerkezet: n — i — p struktiraju sziliciumdioda,
1 réteg vastagsaga: 0,6 mm,
holtréteg vastagsaga: 2 x 0,2 mm,
érzékeny térfogat: 40 mm’
Tokozas: beliil rézzel plattirozott aluminium hazban
Felhasznalas: nagyszintli gamma-dozisteljesitmény mérésre
Dioda paraméterek:
Zariranyu elofesziiltség: 3 -30V
Nyitéiranyu fesziiltség: 0,5 V (1 mA-nél mérve)
Zardaram: 0,15 pA (25 °C hémérsékleten) és 0,5 pA (40 °C hdmérsékleten)
Kapacitas: 12 pF (3 — 30 V zarofesziiltség tartomanyban)
Miikddési hdmérséklet: - 20 °C-t6l + 40 °C-ig
Detektor paraméterek:
Gamma ¢érzékenység: 5 imp/s 10 pGy/h dozisteljesitménynél, Cs-137 forrassal mérve
(jelentds mértékben diszkriminacids szint és energiafiiggd)
Jelkigytjtési 1d6: 1 ps (3 V-nal), 0,2 ps (30 V-nal)
Sziikséges elektronika: toltésérzékeny elderdsitd, + foerdsitd (jelformalassal)
Csak az elektronikaval egyiitt értelmezheté paraméterek:

Zajszint: 50 keV (25 °C homeérsékleten, és 1 ps jelformalasi idéallandonal)

Gamma érzékenység energiafiiggése: +100% (Co-57/Cs-137) és — 50% (Co-60/Cs-137)
(50 keV diszkriminécios szintnél)

Korvonalrajz:
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